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8000-12000 MHz GaN RF guc¢ yukseltme sistemi, tipik 200 W

GaN sistem 8000-12000 MHz bandinda tipik 200 W doygun ¢ikis ve 1 dB sikismada i|
40 W ¢ikis saglar. Kazang en az 53 dB ve tipik diizliigli +1.5 dB’dir. I
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Elektriksel ozellikler - +28.0vpc; 25°C; 500

Parametre Sembol Minimum Tipik Maksimum Birim

Calisma frekansi BW 8000 - 12000 MHz

1 dB sikisma noktasinda cikis glicii P-1dB - 40 - W

RF cikis glicii @ PSAT PSAT - 200 - W

Gug¢ kazanci @ PSAT Gp 53 - - dB

Gli¢ kazanci diizligl @ PSAT AGp - +1.5 - dB

Giris geri donus kaybi S11 - -15 - dB

200 W'ta Harmonikler H - -15 - dBc

istenmeyen sinyaller @ PSAT Spur - -60 - dBc

Giris/cikis empedansi Impedance - 50 - Q

Calisma gerilimi VDC - 28 - vDC

Gli¢ ekleme verimi @ 200W Eff - 20 - %

DC akimi @ 200W IDD - 36 - A
Mutlak maksimum degerler

Parametre Nominal deger

Hasarsiz RF giris glicu +10 dBm en ¢ok

Pout =100 W'ta Yiik VSWR co; Tm ylk fazlari ve genlikleri; stirekli

Termal asir yiik 85 °C > Kapanma (en ¢ok)
(;evresel ozellikler - Tasarim hedefleri; proje kapsaminda dogrulanmalidir

Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Notlar

Calisma sicaklig -20 - 50 °C -

Depolama sicakligi -25 - 65 °C Depolama

sicaklig

Bagil nem (yogusmasiz) - - 95 % -

LCPAS-8000-12000-200 - Revizyon 1.0 - 2026-10-11 Sayfal/2

Kaynak: lcrf.com/tr/product/lcpas-8000-12000-200 info@lcrf.com


https://lcrf.com/tr/product/lcpas-8000-12000-200/
mailto:info@lcrf.com

Revizyon 1.0 | 2026-10-11

LC R F LCPAS-8000-12000-200

Mekanik ozellikler

Parametre Deger Birim
Boyutlar 430 %400 x 133 mm (en ¢ok) mm
Agirlik 15 kg (en ¢ok) kg
RF giris konnektori SMA, disi -
RF cikis konnektori N-K -
DC/kontrol arayiizl Hibrit, D-Sub 7W2, erkek -

Mekanik ol¢ii ¢izimi
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Tiim olgtiler mm [in] cinsindendir.

DC ve Kontrol Araylizii

Pin no. Aciklama Teknik deger
Al Al — Toprak Toprak
A2 A2 — Pozitif besleme +28V
1 1 — Etkinlestirme TTL yiiksek seviye (3.3 V); dahili asagi cekme
2 2 — Toprak Toprak
3 3 — Sicaklik algilama ¢ikisi 750 +20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4 4 — Akim algilama cikisi 100 mV/A
5 5 — Toprak Toprak
Belge notu

Teknik ozellikler revize edilebilir. Tasarimi kesinlestirmeden 6nce giincel belge revizyonunu ve iirline 6zel gereksinimleri LCRF ile
dogrulayin. Onayli teklif ve siparis belgeleri tedarik edilen yapilandirmayi tanimlar.
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